
Materiály na bázi germania a 
dalších polovodičů  



Germanium Ge 

• Mechanické vlastnosti velmi dobré, E = 132 GPa, 
mez pevnosti (1,5 – 3) GPa. Vzhledem ke 
snadnému mikroobrábění je často používán při 
stavbě MEMS.  

• Ge je většinou polykrystalické. Příprava tenkých 
vrstev LP CVD při 325 °C na substráty Si, Ge, SiGe 
– nelze deponovat na SiO2.  

• Leptání je izotropní, směsí HNO3 + HCl + H2O, 
která neleptá Si, SiO2 a Si3N4, proto se germanium 
často používá jako obětovaný materiál. 

 



Výroba 

• Czochralski viz Si dříve - ale častěji s 
dislokacemi 

• Monokrystaly lze získat i jinak 

 

Ge wafery bez dislokací 
od 50 mm do 300 mm 

Claeys & Simoen, Germanium-Based Technologies, 2007, 9780080449531  



Ge wafery 

• Stejně jako Si 

Claeys & Simoen, Germanium-Based 
Technologies, 2007, 9780080449531  



Ge 

• Optické prvky (IR, mikrony vln.d.), EMI stínění 

https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1780 



Ge optika 

• V širší oblasti 

http://eom.umicore.com/en/materials/library/brochuresAndMarketi
ngMaterial/show_GermaniumOpticsBrochure.pdf 



Rozdíly 

• Index lomu světla je stejný pro monokrystaly i 
polykrystaly 

 

http://opticalsystems.com/files/7113/8558/17
21/Ge_Mono_vs_Poly_paper-A.pdf 



Aplikace v polovodičových 
technologiích 

GOI – germánium na izolantu 
Claeys & Simoen, Germanium-Based 
Technologies, 2007, 9780080449531  



SiGe 

• Často používán jako obětovaný materiál, 
protože jej lze deponovat při nižší teplotě než 
polykrystalický křemík metodou CVD s 
prekurzory SiH4 + GeH4 a to na SiO2.  

• Leptat lze pomocí H2O2. Vzhledem k nízké 
depoziční teplotě jej lze používat v kombinaci 
s křemíkovými integrovanými obvody. 

 



GeCl4 

• Dopant pro optická vlákna 

 


